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摘要(译)

薄膜晶体管液晶显示器的像素结构。通过同时限定掺杂多晶硅层，介电
层和屏蔽金属层以及低温多晶硅薄膜晶体管的源/漏区来形成存储电容
器。屏蔽金属层形成在掺杂的多晶硅层上并且电连接到像素电极。由于
屏蔽金属层占据的面积是存储电容器的面积，因此开口率大大提高。
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